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E.Nossarzewska-Ortowska, P.Kamiński, J.Sarnecki, R.Kozłowski 
Cłiaracterization of epitaxial silicon for MOS VLSI IC by deep level tranisient 
spectroscopy and minority carrier lifetime measurements 

The effect of silicon source contamination on the properties of epitaxial layers was 
studied by DLTS technique and generation lifetime measurements. The influence 
of substrate etching procedure on the generation lifetime is also shown. 

Lech Dobrzański, Wiesław Marciniak 
MMIC's on gallium arsenide developed in the institute of electronic materials tiech-
nology 

Two microwave monolithic integrated circuits on gallium arsenide ware desigined, 
manufactured and investigated. The circuits exhibit good microwave and piulse 
performance. 

S.Strzelecka, M.Gładysz, E.Jurkiewicz-Wegner, M.Piersa, A.Hruban, M.Paw4owska 
Characterization of semi-insulating lnP:Fe by electrical and optical measurements 
For characterization of semi-insulating lnP:Fe crystal as material for electronic 
devices, the combination of electrical, optical and chemical methods has been used. 
Correlation between inhomogeneity of electrical parameters (resistivity) and Fe con-
centration has been obsen/ed. The total concentration of Fe and the concentration 
of Fe in both its charge states [Fe3-l-] and [Fe2-l-] have been measured. The resuHs 
of the measurements of some SI lnP:Fe crystals obtained in ITME have been pre-
sented. 

E.Kujawa, W.OIesińska K.Ferenc 
The mechanical and thermal strength of circular-symmetric multilayer ceramic-metal 
joints 

A model for ceramic-metal joints in circular-symmetric system was investigated. 
The value of mechanical stresses and the critical places in the joints were estimated. 
The method of finite element was used for solution to this problem. 
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Tłie prepared joints were tested in different thermal and mechanical strain sys-
tems. The significant compensation of stresses in ceramic - FeNi42 joint (no cracks) 
was observed when the additional layer of metal (Mo, Cu) was used. 

W.Sokołowska, L.Waśkiewicz 
Synthetic standards for trace analysis of electronic materials by atomic spectrometry 
techniques 

The methods for the determination of impurities in metals, acids and semiconduc-
tor materials have been developed. An experimental technique applied for the 
preparation of the synthetic standards results in a good precision and accuracy of 
the analysis. 

Z.Puff, ICKufel 
Investigations of obtaining of bivalent metals titanates in the form of high purity and 
dispersion ceramic powders 

The possibilities of obtaining of high purity and dispersion MgTiOg, CaTiOg, SrTiOg 
and BaTiOg by reactions of precipitated MgC204, CaC204, SrC204, 636204 and 
Ti02 (rutile) in solid phase have been investigated. The studies have been sup-
plemented with differential thermal analysis, x-ray phase analysis and measurements 
of specific surfaces of MgTiOg, CaTiOg, SrTiOg and BaTiOg powders obtained. 
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3. HoccajKeBCKa-OpjlOBCKa, n.KaMUHbCKM, H.CapHeuKM, P. Kosjiobckm 
XapaKTpM3auMH KpeMHesbix anMTaKCMeuibHbix njienoK nJiH MHTerpEuibiHbix 
cxeM MOS VLSI c noMouibio HecTauMOHapHoii eMKOCTHOń cneKxpocKoinMM 
M Ji3Mepemifi reHepauMOHHoro BpeMCHM )KM3HM HOCMTeJiefi 3apaema. 
HecTauMOHapnaii eMKocTHa î cneKTpocKonMsi (DLTS) M MSMepeHua 
reHepauHOHHoro BpeHewi xmshm HOCMTejiefi sap^ina npMMeHajincb n.Jia 
MCCJieflOBaHna BJinaroiH creneHU mhctotw MCTonraiKa KpeMHna Ha 
CBofiCTBa annTaxcMajibHbix njieHOK. OdHapyxeHO r a x x e sjin^iHue 
npouenypw TpaBJieroia nonJioxKM Ha renepauMOKHoe BpeM5i }km3hm. 

Jl. HodxaHbCKM, B. MapuMHaK 
MoHOJTMTMMeCKMe MMKpOBO JTHOBbie MHTerpaJIbHbie CXeMbI (MMIC'S) M3 
apceHMfla rajiJiMa, pa3pa6oTEiHHbie b MHCTMTyre TexHOJiormi 
SjieKxpoHHbix MarepMajioB. 
3anp0eKTMp0BaH0, nsroxoBJieHO u HccjienoBsmo nae MOHOJiMTUMecHCne 
MMKpoBOJiHOBbie MHTerpajTbHbie cxeMbi m3 apceHMna rajiJiMa. nojiyneHo 
xopoiune napajierpbi 3tmx cxeM b mmkpobojihobom m HMnyjibCHOM 
pexMMax padoTbi. 

E. KyaBa, B. OjiecMHbCKa, K. 4'epeHc 
MexajiHMecKMe nanpaxeHMfl w TepMocTofiKOCTb b cnaax Merajijio-Kepa-
MMMeCKMX. 
Onpenejieno pacnojioxeHne MexaHHMecKMX TepMOHajipnxeHUM b cnasjx 
KepaMMKM c pa3JTMHHbiMH MexaJiJiajiM. CnjiaBbi k-m Mcnbrrano npn 
MexaHMMecKMX HajipaxeHMax n pasjinHKbix TepMouwKJiELX. VKasaHo, MTO 
BBeneHMe cjioa Mo mjim Cu ofiecneMaer cnaJi KepajoiKH FeNi ^^nepen 

pa3pymeHMeM KepajiUKM. 

B. CoKOJioBCKa, JI.BacbKeBMM 
PaspadoTKa CTannapTHbix 06pa3U0B fljia onpeneJieHnsi mmctotm 
3JieKTpoHHbix MaxepnajioB weTonoM aroMHOM cneKxpocKonMH. 
Pa3pa60TaH0 Meronbi aHajiM3a cxaHflapTHbix o6pa3uoB 
M a x e p w a j i o B BbicoKoii M u c x o x b i . OpencxaBJieHO Mexonw K o x o p w e 

no3BOJiaior onpenejiaxb cjienoBwe npMMecu b ajieKxpoHHbix MaxepMEUiax 
C XOpomOM XOMHOCXbKX 

10 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE T. 20 - 1992 nr 4 PL ISSN 0209 - 0058 

C. CTxeJieuKa, M. Fiianbuu, 3. KDpKueBMM-BerHep, M. Hepca, A. Xpy6aH, 
M. riaBJioBCKa 
SjieKTpMMecKMe u onTMMecKMe MeToflbi xapaxTepM3auMH mohokpmctbjiob 
InP:Fe. 
B paóoTe naccbiacneHbi usMepuTeJibHbie MeTOAbi, HeoóKomiMbie HJia 
oueHKM n0JiyM30JiMpyiauuix MOHOKpMCTaJioB InP:Fe. IlpencTaLBJieHbi 
3JieKTpMMecKMe, onTMMecKMe u CTpyKTypajibHbie MeTOflM, npMMeHSieMwe 
aBTopaMM. OcoóeHHoe BHUMajine 06pameH0 Ha MeTonwKy nccJienoBajci 
O n H O p O A H O C T M 3JieKTMMeCKMX CBOjłCTB M CB5I3ajfflOe C HMM n O J I H O e 

pacnpenejieHHe KOHueHrpauiiM Fe b pa3Hbix cocToaHMMX Fe3+ m Fe2+. 
nOKa3aHbI pe3yJlbTaTbI HCCJienOBaHMa HeKOTOpbK MOHOKpMCTaJlOB 
M3rOTOBJieHbIX B HTM3. 

3.ny<}>4>. K. Ky<j>ejib 
MccjienosaHHe bo3mo>khoctm nojiyMeHua TMTaHaToe nByxBajieHTHbix 
MeTajiJioB B <{>opMe KepaMHMecKMX nopouiKOB BbicoKoii hmctotw m 
nnunepcMM. 
MccjienoBaHO bosmojkhoctm nojiyMeHMa MgTiO , CaTiO , SrTiO , 3 3 3 
BaTiO óojibiuoił mmctotw m nMcnepcun nyreM peaxuMM b TBepAoii 3 
<{>a3e coocajKAeHHoro MgC O , CaC O , SrC O , BaC O , m TiO ^ ^ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
(pyTMJi). HccjiefioBaHMa nonojiHMenbi TepnnMecKUM pospocTHbm 
a j ł a j i M 3 0 M , p e H T r e H O B C K M M <}>a30BbiM a H a J i M 3 0 M , a raKace M 3 M e p e H $ i i o i 

p a 3 M e p O B n O p O U l K O B u MX C B O i i C T B e H H b l X n O B e p X H O C T e ( i . 

11 
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R.Pampuch, łCHaberko, M.Kordek 

NAUKA O PROCESACH CERAMICZNYCH 

Warszawa: PWN 1992, 376s 

Materiały ceramiczne znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach i 

konstrukcjach dzięki unikalnej kombinacji właściwości mechanicznych, cieplnych, 

elektrycznych, magnetycznych i optycznych. Stały się one istotnym czynnikiem w 

dokonującej się w ostatnich kilkudziesięciu latach rewolucji naukowo-technicznej. 

Z tego względu poznanie ich budowy, właściwości oraz procesów technologicznych 

prowadzących do ich otrzymywania staje się koniecznością dla inżynierów 

działających w takich dziedzinach jak np.: inżynieria materiałowa, chemia czy 

elektronika. Zapoznanie czytelników z zagadnieniami budowy i właściwości 

materiałów ceramicznych spełnia podręcznik R.Pampucha 'Materiały ceramiczne'. 

Zarys nauki o materiałach nieorganiczno-niemetalicznych' PWN, Warszawa 1988. 

Z kolei recenzowana książka poświęcona jest technologii ceramicznej. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pienvszym, przestawiono 

cel oraz założenia zilustrowane odpowiednimi tabelami. W rozdziale drugim opisane 

są przemiany fazowe istotne dla technologii ceramicznej jak i dla właściwości 

otrzymywanych materiałów. Znanym, omawianym tu przykładem, jest przemiana 

martenzytyczna dwutlenku cyrkonu z odmiany tetragonalnej w jednoskośną. Z 

jednej strony może ona powodować szkodliwe dla spoistości materiału spękania; 

z drugiej strony ustabilizowana, metatnwała w temperaturze pokojowej odmiana 

tetragonalna ZrO^ zwiększa odporność materiału na pękanie, a to dlatego, że 

poddana mechanicznym obciążeniom ulega przemianie w odmianę jednoskośną 

pocłiłaniając część energii sprężystości układu. Oprócz przemiany martenzytycznej 

omówione są przemiany polimorficzne, rozkład termiczny faz stałych, reakcje w fazie 
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stałej, przemiany fazowe ciało stałe-ciecz i ciało stałe-gaz, atai<że przemiany fazowe 

ciecz-szkło. W rozdziale trzecim omawiane jest otrzymywanie i cłiarakterystyka 

proszków, z którycłi dzięki kolejnym procesom jak formowanie, spiekanie i obróbkę 

końcową otrzymuje się wyroby ceramiczne. W pienwszej części tego rozdziału 

czytelnik poznaje budowę proszków, w drugiej - metody oceny wielkości, kształtu, 

powierzcłini właściwej i porowatości proszków, a w trzeciej - metody otrzymywania 

proszków. Rozdział ten jest bogato ilustrowany scłiematycznymi rysunkami różnycłi 

urządzeń pomiarowycłi jak np. wagi sedymentacyjnej czy licznika Coultiera i 

tecłinologicznychi (różnego typu młyny służące do rozdrabniania proszków, 

urządzenia do otrzymywania proszków metodami chemicznymi, krystalizacji ze 

stopów czy wytrącania z fazy gazowej). W rozdziale czwartym omawiane są metody 

formowania kształek z proszkowych mas. W pienwszej części czytelnik poznaje 

metodę prasowania (opisane są sposoby przygotowania proszku do prasowania, 

prasowanie jednoosiowe i izostatyczne, zagęszczanie wibracyjne i prasowanie mas 

półplastycznych), w części drugiej - formowanie plastyczne (stosowane w przemyśle 

ceramiki budowlanej i elektrotechnicznej), a w trzeciej - formowanie przez odlewanie 

z gęstw lejnych (techniki odlewania sposobem wylewnym i pełnym, metoda 

odlewania folii do formowania cienkich płytek stosowanych w elektronice, 

formowanie termoplastyczne umożliwiające produkcję bardzo skomplikowanych 

kształtek, formowanie kształtek porowatych stosowanych jako materiały do izolacji 

cieplnej i przegrody przepuszczalne - filtry). W rozdziale piątym omawiany jest 

proces spiekania wyprasek ceramicznych oraz budowa otrzymanych w wyniku tego 

polikryształów. Rozdział stanowi częściowo powtórzenie tego co zostało napisane 

na ten temat w cytowanej już książce R. Pampucha "Materiały ceramiczne. Zarys 

nauki o materiałach nieorganiczno -niemetalicznych", PWN, Warszawa 1988. 

Materiał z ww książki uzupełniono o dyskusję procesu spiekania na 
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przykładzie rzeczywistych proszków jednofazowach oraz wielofazowych; omówiono 

także spiekanie z fazą ciekłą, spiekanie pod ciśnieniem oraz proces witryfikacji. W 

ostatnim, szóstym rozdziale omawiane są pokrótce procesy obróki końcowej 

wypalonych kształek ceramicznych jak szlifowanie, polerowanie, metody 

otrzymywania połączeń ceramiki z metalem czy wytwarzanie przewodzących powłok 

metalowych na powierzchni kształtek. 

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że książka ta jest dobrym podręcznikiem 

technologii ceramicznej na poziomie akademickim, gdyż oprócz praktycznych 

informacji zawiera również obszerną wiedzę teoretyczną na temat omawianych 

procesów technologicznych. Zgodnie z tym co napisano w przedmowie do tej 

książki jest ona godna polecenia inżynierom ceramikom, a także studentom i 

pracownikom naukowym takich kierunków jak: inżynieria materiałowa i chemia. 

Recenzował: dr Marek Boniecki 
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KRONIKA 

PROJEKTY BADAWCZE - II - III KONKURS w 1992 roku 

Od roku 1991 system finansowania prac naukowo - badawczych z budżetu 

państwa został całkowicie zreformowany i wprowadzono konkurencyjny system 

przyznawania środków finansowych dla projeków badawczych. Warunkiem 

uzyskania środków finansowych na realizację zgłoszonego do KBN projektu 

badawczego(grantu) jest wynik konkursu. Konkurs odbywa się kilka razy w roku, a 

jego wynik ustalany jest na podstawie liczby punktów przyznanych przez 

recezentów.zgłaszonym projektom badawczym. 

W II i III konkursie w 1992 roku przyznano 13 grantów zespołom naukowym 

Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, spis których podajemy poniżej. 

G/15/92 doc.dr Z.Librant 

Badanie degradacji właściwości mechanicznych ceramiki konstrukcyjnej 

AI2O3 i AI2O3- Zr02 w warunkach korozji w wysokich temperaturach. 

G/16/92 mgr M.Palczewska 

Mikrofalowa absorpcja nadprzewodzących wytrąceń w kryształach GaAs. 

G/17/92 prof.dr hab. A.Pajączkowska 

Krystalizacja i własności fizyczne związków typu: ABCO^; A=Ca, Sr 

B=ziemie rzadkie, C=AI, Ga- podłoża HTS. 

G/18/92 mgrA.Gładki 

PŁytki półprzewodnikowe A3B5 do procesów epitaksji i implantacji-badania 

i optymalizacja metod obróbki mechanicznej i chemicznej powierzchni. 

G/19/92 mgr inż. A. Bajor 

Opracowanie metody, skonstruowanie i wykonanie przyrządu do badania 

dwójłomności, zwłaszcza w materiałach półprzewodnikowych i 
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elektrooptycznych. 

G/20/92 dr inż. W.Strupiński 

Nowe metody charakteryzacji i związków półprzewodnikowych A3B5. 

G/21/92 doc.dr inż. M.Buda 

Badanie dyfuzyjności cieplnej oraz dynamiki procesów wywołanych w 

ciałach stałych zmiennym polem temperatury. 

G/22/92 dr inż. W.Wierzchowski 

Badanie propagacji defektów z podłoży do warstw epitaksjalnych GaAs. 

G/23/92 mgr inż. W.Orłowski 

Pionowa krystalizacja postępująca jako metoda otrzymywania dużych 

kryształów związków półprzewodnikowych o wysokiej perfekcji struktury. 

G/24/92 dr inż. M.Jakubowska 

Pasty do układów hybrydowych na osnowie metali pospolitych wypalanych 

w atmosferze powietrza. 

G/25/92 mgr W.Hofman 

Badanie wpływu warunków brzegowych "pola" temperatur autoklawu na 

prędkość wzrostu monokryształu kwarcu alfa. 

G/26/92 doc dr hab.inż. T.Lukasiewicz 

Badania nad otrzymywaniem monokryształów boranu baru beta (BABgOJ 

materiału o własnościach nieliniowych. 

G/27/92 prof.dr hab.inż. W.Soluch 

Technologia i badania czteroboranu litu Li2B407 - nowego kryształu 

piezoelektrycznego. 
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Granty z I konkursu - 1991r. zakończone przez pracowników ITME: 

G/3/91 mgr inż. J.Sass 

Badanie relaksacji odkształceń koherentnych wielowarstwowych struk-

tur In/GaAs/P 

Opracowano teoretyczny model kryształu modulowanego (In)GaAs-GaAs(P). Model 
uwzględnia stopień relaksacji odkształceń koherentnych w funkcji koncentracji 
domieszek fosforu oraz indu. 
Na podstawie modelu napisano i uruchomiono program modelujący profil rentgeno-
wskiego widma dyfrakcyjnego w otoczeniu wybranego węzła sieci odwrotnej krysz-
tału modulowanego. 
Wyznaczono stopień relaksacji naprężeń koherentnych oraz pozostałe ważne para-
metry strukturalne badanych kryształów modulowanych. 

G/5/91 mgr inż. P. Bieliński 

Badanie wpływu struktury dwufazowego kompozytowego materiału sty-

kowego na własności eksploatacyjne 

Analizowano korelację między parametrami strukturalnymi szkieletu kompozytowego 
materiału stykowego o szkielecie wolframowym nasyconym srebrem, a właściwoś-
ciami eksploatacyjnymi. 
Zaproponowano odniesienie do 3 głównych parametrów: - średnicy ziaren, - śred-
nicy kapilar szkieletu, - wytrzymałości mostków międzyziarnowych. 
Wykonano próby elektryczne oraz badania właściwości fizykomechanicznych. 
Stwierdzono, że rozdrobnienie ziarna szkieletu powoduje wzrost odporności kompo-
zytu W-Ag na erozję w łuku elektrycznym (w powietrzu) zarówno podczas próby 
zwarciowej, jak i trwałościowej. Natomiast wzrost wytrzymałości mostków 
międzyziarnowych jest przyczyną obniżenia tej odporności. Obsenvacje 
metalograficzne nie umożliwiły analizy wpływu średnicy kapilar szkieletu. 
Stwierdzono, że erozja elektryczna podczas prowadzonych prób ma charakter 
powierzchniowy, tzn. nie obsenvowano zmian struktury pKKj strefą powierzchniową. 
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Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, (DS-3) Instytutu Technologii 
Materiałów Elektronicznych oferuje CURRENT CONTENTS (CC) z tytułów niżej 
wymienionych czasopism. 

CC to najprostsza, najszybsza forma uzyskiwania przez użytkownika infor-
macji o zawartości każdego numeru, danego tytułu czasopisma. 

Oferujemy również możliwość wykonywania odbitek kserograficznych z 
wybranych pozycji. 

Cena prenumeraty 1 tytułu czasopisma w postaci CC wynosi - 50.000 zł., 
1 s. odbitki kserograficznej - 350 zł. 

1. American Ceramic Society Bulletin 

2. Applied Physics Letters 

3. Ceramic Forum International Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft 

4. Crystal Research and Technology/Kristall und Technik 

5. Electronics 

6. Electronic Design 

7. Electronic Engineering 

8. Electronics Letters 

9. Electronics Materials and Processing 

10. IEEE Circuits and Devices Magazine 

11. IEEE Circuits and Systems 

12. IEEE Consumer Electronics 

13. IEEE Electronic Device Letters 

14. IEEE Jurnal of Solid-State Circuits 

15. IEEE Microwave and Guided wave Letters 

16. IEEE Microwave Theory and Techniques 

17. IEEE Region News 

18. IEEE Spectrum 

19. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 

20. IEEE Transactions on Electron Devices 

21. IEEE Transactions on Microwave Heory and Techniques 

22. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 

23. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 

24. International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer - Aided Engineering 

25. Journal of the American Ceramic Society 
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26. Journal of Applied Physics 

27. Journal of Crystal Growth 

28. Journal of the Electronics chemical Society 

29. Journal of Electronic Materials 

30. Journal of Materials Research 

31. Journal of Materials Science 

32. Journal of Materials Science Letters 

33. Journal of Materials Science Materials in Electronics 

34. Journal of Materials Scence Materials of Medicine 

35. Materials Science and Engineering A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 

36. Materials Science and Engineering B. Solid State Materials for Advanced Technology 

37. Microelectronics Manufacturing Technology 

38. Microwave Engineering Europe 

39. Microwave Journal 

40. PCIM Europe-Power Conversion and Intelligent Motion 

41. Physica Status Solidi A 

42. Powder Metallurgy 

43. Proceedings of the IEEE 

44. Semiconductor Science and Technology 

45. Semiconductor International 

46. Semiconductor Manufacturing 

47. Sklar a Keramik 

48. Solid State Electronics 

49. Solid State Technology 

50. Ill-Vs Revue 
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Wskazówki dla autorów 
1. Czasopismo „Materiały Elektroniczne" jest składane tecłiniką komputerową. 

Dlatego prosimy autorów o nadsyłanie maszynopisu napisanego: 
- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcją (np. C h i W R I T E R , T A G ) 
- rysunków, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z następujących edyto-

rów graficznych: DrawPerfect , Core lDRAW!, AutoCAD, S I G M A P L O T o r a z 
w standardzie H P G L lub innym po uzgodnieniu z redakcją (np. w postaci 
obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze 
skanera w standardzie TIF) . 

2. Obję tość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron łącznie z rysunkami, 
tabelami i bibliografią. 

3. Artykuł powinien być napisany w 2 egzemplarzach na papierze fonna tu A4, 
jednostronnie , z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwójną 
interiinią, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny być 
numerowane . 

4. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być 
umieszczone rysunki. 

5. D o artykułu powinny być dołączone streszczenia nie przekraczające 200 
słów, w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytuł artykułu winien być 
również przetłumaczony na te języki. 

5. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: 
z lewej strony u góry artykułu tytuł naukowy, pełne imię (imiona), nazwisko(a) 
autora(ów), nazwa miejsca pracy (zakładu, pracowni), adres pocztowy. Na środku 
stronicy maszynopisu tytuł artykułu. 

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii należy podawć ich numer , naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytułu artykułu. 

6.1. Podpisy do rysunków, fotografii oraz bibliografię należy umieszczać na 
oddzielnych stronicach, po tekście. 

6.2. U góry każdej tablicy należy podać numer i tytuł objaśniający. 
6.3. W przypadku rysunków, wzorów, tablic nie będących oryginalnym do-

robkiem autora(ów) należy zacytować źródło, umieszczając je w biblio-
grafii. 

6.4. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
7. Pozycje bibliografii należy podawać w nawiasach kwadratowych, w kolejności 

występującej w tekście. 
Dla książki należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, pełny tytuł 

dzieła w oryginale, miejsce wydania, wydawcę, rok, stronice np.: 
[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: W N T 1991, 126 s. 

Dla artykułu należy podać kolejno nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, tytuł 
artykułu w oryginale, tytuł czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: 
[2] Kamiński P., Stioipiński W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Tempera tu re 
on the Concentrat ion of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709 

8. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy 
i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać w le-
wym marginesie. 

10. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 

http://rcin.org.pl



M A W ^ M INSTYTUT TECHNOLOGII 
• • l ^ H MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
I I M s ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
tel . : ( 4 8 2 2 ) 3 4 9 0 0 3 , tlx: 825386 c m e pi, fax: ( 4822 )349003 

Przedmiotem działania Instytutu Technologii Materiałów Elektronicz-
nych jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, 
a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
łów, ich obróbki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla 
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wyników badań i prac do wdrażania w praktyce. 

Działalność Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych skupia 
się w dwóch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i małose-
ryjnej produkcji materiałów dla elektroniki, telekomunikacji,-energetyki, 
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, w ^ a r z a n y m i z tych materiałów. 

Materiałami, na których koncentruje się działalność ITME są: 
materiały półprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiały 
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaFg, LiNbÓg, LiTaOg, 
kwarc), materiały podłożowe dla nadprzewodników wysokotemperatu-
rowych, materiały ceramiczne (na bazie AlgOg i ZrOj), szkła dla tele-
komunikacji optycznej, materiały kompozytowe, pasty (przewodzące, 
izolujące i oporowe), czyste metale, związki nieorganiczne i roz-
puszczalniki. 

W ramach badań aplikacyjnych opracowywane są w ITME: 
półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody 
Schottky'ego), mikrofalowe monolityczne układy scalone, filtry z 
akustyczną falą powierzchniową, termoelektryczne moduły chłodzące. 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik „Materiały Elektroniczne", w którym publi-
kowane są artykuły dotyczące zakresu działania Instytutu, „Prace 
ITME" - zawierające monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 
oraz wydawnictwa informacyjne. 
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